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一．设计参数要求

1. 特性指标要求：

n 沟多晶硅栅MOSFET：阈值电压VTn=0.5V, 漏极

饱和电流IDsat≥1mA, 漏源饱和电压VDsat≤3V， 漏源击

穿电压BVDS=35V, 栅源击穿电压BVGS≥25V, 跨导

gm≥2mS, 截止频率fmax≥3GHz〔迁移率µn=600cm2/V·s〕

p 沟多晶硅栅MOSFET：阈值电压VTp= -1V, 漏
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